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Бакалавр физико-математического образования
1. Цели и задачи  дисциплины

Формирование у будущих учителей знаний, умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень преподавания информатики. Формирование знаний, обеспечивающих: необходимый уровень преподавания в школе соответствующих разделов физики, электротехники, и факультативных курсов; деятельность по трудовому и экологическому воспитанию, руководству техническим творчеством.
2. Требования к уровню освоения  содержания дисциплины

Основное внимание уделять выяснению физических основ полупроводниковой электроники, для чего студенты должны понимать сущность физических процессов, на основе которых создаются полупроводниковые приборы. Уметь рассчитывать простые электронные схемы на полупроводниковых приборах, собирать и настраивать простые электронные устройства, иметь представление об устройстве и принципе работы сложных электронных систем.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

	Виды учебной работы
	Всего часов
	Семестр

	
	
	5
	

	Общая трудоемкость дисциплины
	70
	70
	

	Аудиторные занятия
	54
	54
	

	Лекции
	36
	36
	

	Лабораторные занятия
	18
	18
	

	Самостоятельная работа
	16
	16
	

	Виды итогового контроля
	
	экзамен
	


4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

	№ п/п
	Раздел дисциплины
	Лекции
	Практические занятия или семинары
	Лабораторные работы

	1
	Электропроводность полупроводников. Р - п
переход. Полупроводниковые диоды и их применение
	8
	
	2

	2
	Устройство и принцип работы транзисторов. Характеристики и параметры. Понятие об интегральных микросхемах. ЧИПы. Сте​пень интеграции.
	8
	
	4

	3
	Усилители на транзисторах, микросхемах.
	4
	
	

	4
	Генераторы электрических сигналов. Мультивибраторы, триггеры, логические устройства.
	4
	
	6

	5
	Нелинейные преобразования сигналов. Модуляция. Детектирование. Радиоприем​ные устройства.
	4
	
	4

	6
	Принципы построения микроэлектронных приборов и устройств. Основы реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств. Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных ЭВМ, принцип их работы и функционирования.
	8
	
	2


4.2. Содержание разделов дисциплины:

1. Электропроводность полупроводников, Р — и переход. Электропроводность
полупроводников. Р - п переход. Включение р - п перехода в прямом и обратном
направлениях. Вольтамперная характеристика полупроводникового диода. Различные
типы полупроводниковых диодов и их применение.
2. Устройство и принцип работы транзисторов. Характеристики и параметры.
Устройство и принцип действия полевого транзистора. Характеристики и параметры. Полевые транзисторы с изолированным затвором. Биполярный транзистор. Характеристики и параметры. Понятие об интегральных схемах. (ЧИПы). Степень интеграции.
3. Электронные усилители. Усилители с активной нагрузкой. Символический метод
расчета электрических цепей. Основные характеристики и параметры усилителей.
Коэффициент усиления. Эквивалентные схемы усилителей. Полоса пропускания.
Обратная связь в усилителях. Трансформаторные усилители. Практические схемы на
полевых транзисторах. Избирательные усилители. Свободные колебания в контуре.
Основные параметры контура. Избирательные свойства последовательного контура.
Избирательные свойства параллельного контура. Резонансные усилители. Связанные
контуры. Полосовые усилители.
4. Генераторы электрических сигналов. Условие самовозбуждения усилителя.
Генератор гармонических колебаний с трансформаторной обратной связью.
Конкретные схемы генераторов. Мультивибратор. Логические элементы. Триггеры.
Счетчики импульсов.
5. Нелинейные преобразования сигналов. Основные характеристики и параметры
нелинейных элементов. Прохождение двух гармонических сигналов через
нелинейный элемент. Спектральная диаграмма. Модуляция (общие сведения).
Получение амплитудно-модулированных колебаний. Детектирование.
Преобразование частоты. Радиоэлектронные и микроэлектронные устройства.
Использование электромагнитные волн для передачи информации. Радиоприемник
прямого усиления. Недостатки приемников прямого усиления. Супергетеродинный
приемник.
6. Принципы построения микроэлектронных приборов и устройств. Основы
реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств. Элементы
вычислительной техники. Элементная база ЭВМ. Принципы построения микро​электронных приборов и устройств. Основы реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств. Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных ЭВМ, принципы их работы и функционирования современных компьютеров.
5. Лабораторный практикум

	№

n/n
	Номер

раздела

дисц.
	Наименование лабораторных работ

	1.
	1,2
	Измерение параметров импульсных сигналов. Монтаж и исследование расширяющей и укорачивающей RC-цепи. Монтаж и исследование диодных ключей. Монтаж и исследование транзисторного ключа на биполярном и полевом транзисторах. Монтаж и исследование ДТЛ- и ТТЛ-логики на ИС ТТЛ, ТТЛШ и КМОП.

	2.
	4
	Монтаж и исследование генераторов на ИС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. Монтаж и исследование одновибраторов на ИС названных серий. Монтаж и исследование RS-триггера на дискретных элементах. Монтаж и исследование RS-триггеров на ИС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. Монтаж и исследование схемы устранения дребезга контактных датчиков информации на базе RS-триггера.


	3.
	4
	Исследование работы комбинированного R.S- и D-триггера на базе ИС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. Исследование работы комбинированного RS- и Ж-триггера на ИС названных серий. Монтаж и исследование реверсивных счетчиков на ИС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. Исследование много разрядных счетчиков на ИС средней степени интеграции названных серий

	4
	4
	Монтаж и исследование универсальных сдвигающих регистров на ИС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. Исследование много разрядных регистров на ИС средней степени интеграции названных серий. Монтаж и исследование полного 3-х-входового дешифратора, построенного на ИС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. Исследование дешифраторов на ИС средней степени интеграции названных серий.

	5.
	4
	Монтаж и исследование шифратора 8 - 3, построенного на ИС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. Преобразователи кодов. Исследование 4-х-разрядного селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями. Изучение средств отображения информации. Светодиодный семисегментный индикатор АЛС324. Средства управления им на ИС ТТЛ.

	6.
	4
	Монтаж и исследование ЗУПВ статического типа на ИС ТТЛ, ТТЛШ. КМОП.

	7.
	4
	Монтаж одноразрядного программатора. Занесение информации и исследование работы постоянного ЗУ.

	8.
	4
	Монтаж и исследование одноразрядного полусумматора и сумматора на ИС ТТЛ, ТТЛШ, КМОП. Исследование работы много разрядных АЛУ на ИС средней степени интеграции названных серий.

	9.
	5
	Изучение принципов построения ЭВМ традиционной неймановской архитектуры. Монтаж макета ЭВМ.

	10
	5
	Исследование работы PIC-процессора, программирование PIC-процессора.

	11
	5
	Монтаж и исследование цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с резисторной сеткой "R-2R". Монтаж и исследование аналого-цифрового преобразователя (АЦП) типа "напряжение-цифра".

	12
	6
	Построение электронных приборов, устройств и систем на средствах микроэлектроники. Расчет, монтаж и исследование фотореле. Монтаж и настройка электронных часов. Монтаж системы управления аварийным выключением мощного электродвигателя. Монтаж и настройка автомата управления освещённостью. Монтаж электронного частотомера на PlC-процессоре. Монтаж и настройка системы передачи информации по инфракрасному и радиоканалу связи.


6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

6.1. Рекомендуемая литература

б) основная литература:

1. Коваленко А. А., Петропавловский М.Д. Основы микроэлектроники: учебное пособие для вузов. - 3-е изд. – М.: Академия, 2008 – 238 с.

б) дополнительная литература:

1. Коваленко А. А., Петропавловский М.Д. Основы микроэлектроники: учебное пособие для вузов. - 2-е изд. – М.: Академия, 2008. – 238 с.

2. Татур Т. А. Основы теории электрических цепей: справочное пособие: учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1980. – 270 с.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лаборатория электорадиотехники и микроэлектроники
8.1. Методические рекомендации преподавателю.

Данный  курс предполагает значительный объем самостоятельной работы студентов, особенностью которой является поиск и использование необходимой для выполнения заданий лабораторного практикума информации, почерпнутой из ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет. В еще большей степени это относится к специальным заданиям для самостоятельной работы студентов, ориентированной на целенаправленную деятельность студентов в Интернет. При выполнении заданий лабораторного практикума, связанных с оценкой качества электронных средств образовательного назначения, в том числе конкретных программных средств учебного назначения, целесообразно использовать программные средства (ПС) по школьному курсу информатики.
8.2. Методические указания для студентов.

Студентам предлагается использовать предлагаемый курс лекций, а также основную и дополнительную литературу для изучения предмета. 
Важнейшую роль играет выполнение лабораторных работ, комплекс которых позволяет реализовать педагогические программные средства, более сложные задачи могут решаться студентами в рамках самостоятельной работы, а также в качестве курсовых и дипломных работ.

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Гибридные ИМС, их компоненты технологии изготовления.
2. Диэлектрические пленки и их применение в микроэлектронике.
3. Технологические основы полупроводниковой микроэлектроники.
4. Технологические основы пленочной микроэлектроники.
5. Сборка и защита ИМС и БИС.
6. Испытания интегральных микросхем.
Тематика рефератов
1. Контактные свойства полупроводниковых структур.
2. Физические явления и процессы в пленочных структурах.
3. Качество интегральных микросхем.
4. Сравнительные характеристики микропроцессоров современных компьютеров.
 

Перечень вопросов к экзамену.
1. Электропроводность полупроводников.
2. Свойства р - п перехода.
3. Полупроводниковые диоды.
4. Полупроводниковые стабилитроны.
5. Устройство и принцип действия полевого транзистора.
6. Полевой транзистор с изолированным затвором.
7. Биполярный транзистор.
8. Интегральные микросхемы.
9. Усилительный каскад с активной нагрузкой.
10. Обратная связь в усилителе.
11. Свободные колебания в контуре.
12. Избирательные свойства контуров.
13. Резонансный усилитель.
14. Полосовой усилитель.
15. Генератор гармонических колебаний.
16. Амплитудная модуляция.
17. Детектирование.
18. Мультивибратор
19. Логические элементы.
20. Микросхемы и их применение.
21. Микропроцессоры.

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом  высшего  профессионального  образования по направлению 050200.62 – Физико-математическое образование 
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